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2003 年,从国外同时购进的两台先进设备单晶炉到位,单晶生长和加工研发启动;
2003 年,突破单晶生长技术,成功研发 2 英寸 6H-SiC 单晶;
2006 年,突破超精密加工技术,获得 2 英寸开盒即用 SiC 衬底;
2007 年,攻克掺杂半绝缘技术,2 英寸 SiC 衬底试用取得突破进展;
2008 年,掌握 4H 晶型稳定技术,成功自主研发 2 英寸 SiC 单晶炉;
2010 年,成功自主研发 4 英寸 SiC 单晶炉;
2011 年,半绝缘 SiC 衬底制备技术产业转化;
2013 年,6 英寸 4H-SiC 单晶研发成功,完成核高基专项半绝缘 SiC 衬底产品检验;
2014 年,攻克高纯半绝缘制备核心工艺,荣获山东省科学技术发明一等奖;
2015 年,突破高纯 4 英寸 4H-SiC 单晶制备,完成核高基专项高纯半绝缘 SiC 衬底产品检验;
2018 年,8 英寸 SiC 单晶炉研制成功;
2019 年,6 英寸 SiC 衬底制备技术产业转化。
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广州南砂晶圆半导体技术有限公司

碳化硅是宽禁带半导体材料的典型代表,具有禁带宽、临界击穿电场高、热导率高等优异的物理性质,是
制造高功率、高温半导体器件的理想半导体材料,也是现阶段从单晶衬底、外延、器件和应用产业链条技术全

面发展的第三代半导体材料。
广州南砂晶圆半导体技术有限公司(简称南砂晶圆)成立于 2018 年,位于广州市南沙区,是聚焦碳化硅

产业上游,专注碳化硅单晶衬底材料的高技术企业,是山东大学教育部新一代半导体材料研究院的产业化基

地。 其碳化硅单晶制备技术来源于山东大学晶体材料国家重点实验室。 南砂晶圆以山东大学研发的 6 英寸

碳化硅单晶制备技术成果为基础,并同山东大学开展全方位产学研深度合作,共同研发和生产碳化硅衬底材

料,坚持创新发展,不忘初心,树立“聚沙成晶、科技报国”的愿景。
南砂晶圆已经建成 1. 3 万平方米研发厂房,拥有晶体生长炉和完整的相关衬底加工线,产品主要以 6 英

寸半绝缘和 N 型 SiC 衬底为主,现年产各类碳化硅衬底晶片 6 万片。 2020 年二期扩产项目已经动工,总投

资 9 亿元,总建筑面积达 64 746 m2,扩产后规模达 1 000 台碳化硅晶体生长炉及相应衬底加工设备,成为国

际领先的碳化硅晶体材料及相关产品供应商。

南砂晶圆的 6 英寸碳化硅单晶衬底及单晶生长炉

南砂晶圆公司管理和技术团队实力雄厚,由教授、博士、硕士等研发与管理人员组成。 南砂晶圆董事长

王垚浩博士是教授级高级工程师,长期任佛山市国星光电股份有限公司(002449. SZ)董事长、总经理、党委书

记,有丰富的企业管理经验,2003—2016 年,连续担任科技部半导体照明重大专项和 863 专项专家组专家。
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